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09/2007 - Telecomunicacions, Electronicai Informatica. La tecnologia microelectronica actual permet dissenyar i
fabricar dispositius capagos de manipular la llum i convertir-la en senyals eléctriques, pero es troba limitada en I'Gs
del silici, un material poc adequat per fabricar emissors de llum miniaturitzats. Investigadors del Centre Nacional de
Microelectronica han aconseguit millorar aquest tipus d'emissors utilitzant nanocristalls de silici.

Foto 2.

L'electronica és i ha estat la clau del desenvolupament tecnologic de la societat durant les ultimes décades. La tecnologia
microelectronica, mitjangant avengos constants en miniaturitzacio, juntament amb la produccid en massa dels seus
components, ha posat a I'abast de tothom tot un ventall de solucions per al dia a dia. No obstant aix0, la comunitat

cientifica i industrial és conscient de les limitacions fisiques amb que es topara aquest aveng. Es per aquest motiu que
durant els ultims anys la investigacio en el camp dels materials microelectronics alternatius, aixi com també en noves
tecnologies de comunicacio s'han incrementat drasticament. L'alternativa, present ja avui en dia ampliament en el mén de les
telecomunicacions, sén els dispositius optics. Emprant la tecnologia microelectronica actual és possible dissenyar i fabricar
dispositius capagos de manipular la llum, convertir-la en senyals eléctriques o crear-ne.

Lamentablement, I'element clau que ha possibilitat el desenvolupament tecnologic de I'electronica, el silici, no ha resultat un
material gens adequat per fabricar emissors de llum. L'Us de materials alternatius, com I'alumini, I'indi o el fosfor ha permés el
desenvolupament de una amplia varietat de fonts de llum, limitant-ne pero la seva integracié en els circuits microelectronics
estandard. Per sort, durant la decada dels 90 es va demostrar que els nanocristalls (cristalls de dimensions nanometriques
-foto 1-), de silici s6n una alternativa excel-lent. La reducci6 de les dimensions dels cristalls accentua els efectes quantics
canviant radicalment les propietats del material. D'enca a I'actualitat s'han perfeccionat diverses tecniques, compatibles amb la
tecnologia microelectronica per fabricar nanocristalls de silici.
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Foto 1.

En la recerca realitzada s'han desenvolupat dispositius emissors optics basats en nanocristalls de silici en matriu d'oxid de
silici (foto 2) mitjangant processos de tecnologia microelectronica. Per obtenir els nanocristalls s'ha emprat la técnica PECVD
de diposit quimic en fase vapor, en detriment dels habituals métodes d'enriquiment d'oxid de silici per implantaci6 ionica. S'’ha
demostrat que la llum produida amb aquests emissors es deguda a un procés de recombinacio a l'interior dels nanaocristalls.
L'espectre de I'emissio es centra en una longitud d'ona d'uns 800 nm, que correspon al extrem vermell de I'espectre visible. Els
resultats mostren, a més, que és possible controlar la injeccié de carrega electrica amb polsos de corrent de poques desenes
de volts. Finalment, s'ha estudiat la relacié entre la composicié quimica, relacionada també amb la presencia de nanocristalls,
de I'0xid amb la permitivitat eléctrica, que determina la resposta d'un material a camps eléctrics externs.

Aquests resultats animen a esperar un proper dispositiu electronic - optic complert capag de convertir senyals eléctriques en
llum, manipular aquesta llum i, finalment tornar-la a convertir en senyals electriques.
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